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１．概要（Summary） 

これまでに酸化グラフェン（GO）の新規還元プロセスと

して真空紫外（VUV）光還元プロセスを開発した．1,2 本課

題では，これにより得られた VUV 酸化グラフェン還元体

(rGO)を用いた FET を作製し，その電気特性評価を行う．

特に金ナノ粒子(AuNPs)を固定した基板を用いた場合や

光照射による電気特性の変化を検証する．最終的には原

子間力顕微鏡を用いて，rGO チャネルのその場電子物

性計測を行うことで，還元プロセスへの最適化を図ること

を目的とする．  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置（D-light，DL-1000GS），高周

波伝送特性測定装置（半導体パラメータアナライザ、マニ

ュアルプローバ―）． 

【実験方法】 

当研究室で Si 基板上もしくは AuNPs を固定した Si

基板上に担持したGOを VUV光により還元し，rGOもし

くは rGO/AuNPs 試料を得た．ナノハブ拠点で，基板上

にレジストを塗布した．高速マスクレス露光装置により，電

極パターンをレジスト上に描画した．現像したサンプルの

上に，当研究室にて電極を蒸着した．その後，ナノハブ拠

点でLift-offプロセスを行い，FETを構築した．半導体パ

ラメータアナライザとマニュアルプローバーを用いて，

FETの特性を評価した． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

マスクレス露光装置により，幅 40 μm，長さ 10 μmの

チャネルを作製した．Si 基板をゲート，SiO2 (AuNPs 担

持 SiO2) をゲート絶縁層，蒸着した Au 電極をソース・ド

レイン電極として，バックゲート FETを構築した．SiO2上

に担持した rGO をチャネルとした FET（rGO-FET， 

rGO/AuNPs-FET）を作製した．それぞれの FET の伝

達特性を Figs. 1(a) & (b)に示す．新たに作製した

rGO/AuNPs-FET は rGO-FET と比較すると，ドレ

イン電流が最小となるゲート電圧(ディラックポイン

ト)はほぼ同様であった．光を照射したところ，ドレ

イン電流は両試料で減少した．rGO チャネルは負の

光伝導特性(Negative photoconductivity)を示すこと

が示唆された．  

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献 

(1) Y. Tu, T. Ichii, T. Utsunomiya, and H. Sugimura, 

Appl. Phys. Lett. 106, 133105 (2015). 

(2) Y. Tu, T. Ichii, O.P. Khatri, and H. Sugimura, 

Appl. Phys. Express 7, 75101 (2014). 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 

Fig. 1 Transfer characteristics of (a) 

rGO-and (b) rGO/AuNPs devices in the dark 

and under illumination. 


